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1.まえがき

高品質の移動体通信を実現するために､超電導技術を応用した高性能なフィルタ-の要求は高まっている｡

本研究は､8GHz帯において従来技術では実現困難な小形低損失フィルタの実現を目的とする｡高温超電導薄

膜を用いたコプレーナ型及びマイクロス トリップ型の各フィルタを設計し､この種のフィルタの回路構成法

及び設計手法を確立する｡

2.コプレーナ型帯域通過フィルタの設計

コプレーナ線路は超電導薄膜が基板上面のみでよいため､マイクロス トリップ線路に対しコス ト面で有利

である｡また､線路導体と地導体の短絡が容易で､1/4波長共振器を実現しやすい｡1/4波長共振器は従来の

半波長共振器に比べて小形であり､より小さい面積で多段化が可能である｡コプレーナ型 1/4波長共振器を

用いて､中心周波数 8GHz､リップル比帯域幅 2%､帯域内リップル幅 O.oldB の仕様を満たすチェビシェフ

特性 10段帯域通過フィルタ(BPf■)の設計を行った｡また､さらなる小形化のため 1/4波長共振器は折り曲げ

構造とした｡設計には Sonnet社製電磁界解析ソフ トemを用いて行い､フィルタの薄膜面積は､5.0×27.75m 2

である｡

3.マイクロストリップ型帯域通過フィルタの設計

マイクロス トリップ型半波長共振器フィルタは､共振器端による結合では広い薄膜面積を必要とする｡本

フィルタは､共振器を並列に並べ薄膜の有効利用および小形化を図る｡中心周波数 8GHz､リップル比帯域幅

2%､帯域内リップル幅 O.oldB の仕様を満たすチェビシェフ特性 10段帯域通過フィルタ(BPF)の設計を行っ

た｡設計には Sonnet社製電磁界解析ソフ トem を用いて行い､フィルタの薄膜面積は､12.8×51.2mm2であ

る｡em により周波数特性の計算を行い､中心周波数､帯域幅ともにほぼ設計仕様通 りの結果が得られた｡し

かし､帯域内の最小 リターンロスは 14dB程度にとどまった｡
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